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The dependence of electronic properties and local structure of tantalum oxide thin film on oxygen deficiency 
have been investigated by means of X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), Reflection Electron Energy Loss 
Spectroscopy (REELS), and X-ray absorption spectroscopy (XAS). The XPS results showed that the oxygen 
flow rate change results in the appearance of features in the Ta 4f at the binding energies of 23.2 eV, 24.4 
eV, 25.8, and 27.3 eV whose peaks are attributed to Ta1+, Ta2+, Ta3+, Ta4+, and Ta5+, respectively. The 
presence of nonstoichiometric state from tantalum oxide (TaOx) thin films could be generated by the oxygen 
vacancies. The REELS spectra suggested the decrease of band gap for tantalum oxide thin films with increasing 
oxygen deficiency. In addition, XAS spectra manifested both the increase of coordination number of the first 
Ta-O shell and a considerable reduction of the Ta-O bond distance with the decrease of oxygen deficiency.
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n-type 실리콘은 p-type과 비교하여 더 높은 소수캐리어 lifetime 으로 금속 불순물에 대하여 더 좋은 내성

을 갖는다. 고효율 실리콘 태양전지를 위하여 p-type 웨이퍼를 n-type으로 교체하여 빛을 조사했을 때, 광전

자들이 형성되어 p-type과 비교하여 더 좋은 lifetime 안정성을 갖는다. n-type 태양전지의 전면 전극은 AgAl 
paste로 형성하였다. AgAl 페이스트는 소성 온도와 밀접하게 관련되어 전극의 접합 깊이에 영향을 미친다. 
p+ emitter 층에 파고드는 금속 접촉의 최적화된 깊이는 접촉 저항에 영향을 미치는 중요한 요소이다.

본 연구에서는 소성 조건을 변화시킴으로써, 금속 깊이의 효과적인 형성을 위한 소성 조건을 최적화 

하였다. 670oC 이하의 온도에서 소성을 진행 하였을 때, 충분한 접촉 깊이를 형성하지 못하여 높은 접촉

저항을 갖는다. 소성 온도가 증가함에 따라, 접촉 저항은 감소하였다. 최적 소성 온도 865oC에서 측정된 

접촉저항은 5.99 mWcm2이다. 900oC 이상에서 contact junction은 emitter를 통과하여 실리콘과 결합하였다. 
그 결과로 접촉저항 shunt가 발생한다.
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